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Patentanspriiche:

1. Diodensplitiibertrager zur Erzeugung einer Hochspannung mit mindestens einer Sekundérwicklung aus jeweils isoliert
angeordneten und diodenentkoppelten gleichartigen Wicklungslagen und vorzugsweise mit einer Abschirmung zwischen
Primér- und Sekundarwickiung, dadurch gekennzeichnet, daf die Windungen der Primarwicklung, der Sekundérwicklung
und der als Wicklung realisierten Abschirmung die gleiche Zahi je Lage haben und in Richtung senkrecht zur Wickelachse
fluchtend angeordnet sind.

2. Diodensplitiibertrager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da3 zwischen der dem Ubertragerkern am nichsten
liegenden Lage und dem Kern eine Isolationsschicht aus einem Material geringer Dielektrizitatskonstante, vorzugsweise
Polytetrafluorathylen, vorgesehen ist, und dafd zwischen den Lagen der Sekundarwicklung eine Isolationsschicht aus einem
Material hoher Dielektrizititskonstante, vorzugsweise Polyéthylenterephtalat, vorgesehen ist.

Hierzu 1 Seite Zeichnungen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft einen Diodensplitiibertrager zur Erzeugung einer Hochspannung mit mindestens einer Sekundérwicklung
aus jeweils isoliert angeordneten und diodenentkoppelten gleichartigen Wicklungslagen und vorzugsweise mit einer
Abschirmung zwischen Primér- und Sekundérwicklung.

Die Erfindung ist insbesondere vorgesehen zur Stromversorgung von Lasern und Katodenstrahiréhren.

Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Esist bereits eine Diodensplitwicklung bekannt (DRP 607 081 und DE-AS 1933935), die aus mehreren gleichartigen und isolierten
Wicklungslagen besteht (vergl. Fig. 1), wobei jeweils die Wicklungsanfange und jeweils die Wicklungsenden der einzelnen Lagen
tbereinander fluchtend angeordnet sind. Das Wicklungsende jeder Lage wird jeweils tiber eine in FluRrichtung gepolte Diode
mit dem Wicklungsanfang der néchsten unmittelbar dariber befindlichen Wicklungslage verbunden; die Dioden sind auRerhalb
der Wicklung angeordnet.

Zwischen iibereinander liegenden Windungen benachbarter Wicklungslagen treten Kapazitaten auf, die durch das an sich
bekannte Diodensplitprinzip nicht stérend in Erscheinung treten. Es lassen sich dadurch relativ kapazitidtsarme
Hochspannungsibertrager herstellen.

Obgleich mit der genannten Anordnung durch die Entkopplung mittels der Dioden die Wickelkapazitat des Ubertragers
gegenUber Transformatoren mit durchgéngiger Sekundérwicklung erheblich reduziert ist, ist die sich nachteilig auswirkende
Wickelkapazitat des Diodensplitiibertragers dennoch durch Kapazitaten der untersten Sekundérwicklungslage zum Kern oder
insbesondere zu einer Abschirmfolie und durch die Wickelkapazititen der Primarwicklung so gro, daB unerwiinschte und
stérende Einschwingvorgénge auftreten. Diese Einschwingvorgange sind nur mit hohem technisch-6konomischen Aufwand
und auch dann mitunter recht problemreich beherrschbar, auf jeden Fall schrénken sie das Anwendungsgebiet der Ubertrager
ein.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erflndung ist die Verklrzung von Einschwingvorgangen und die Erhéhung des Wirkungsgrades bei der
Hochspannungserzeugung mit Diodensplitibertrager.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Wicklungskapazitét eines Diodensplitliibertragers zu verringern, wobei die
Lagenkapazitaten der der Primarwicklung am néchsten angeordneten Lage der Sekundarwicklung auch bei Beibehaltung einer
Abschirmung gegen Netzbrummstrom zwischen primér und sekundér in ihrer Wirkung auf eine vernachlassigbare Grol3e
reduziert werden sollen.

Diese Aufgabe wird bei einem Diodensplitiibertrager zur Erzeugung einer Hochspannung mit mindestens einer
Sekundarwicklung aus jeweils isoliert angeordneten und diodenentkoppelten gleichartigen Wicklungslagen und vorzugsweise
mit einer Abschirmung zwischen Primér- und Sekundéarwicklung erfindungsgemaf dadurch gelést, dal die Windungen der
Primarwicklung, der Sekundérwicklung und der als Wickiung realisierten Abschirmung die gleiche Zahi je Lage haben und in
Richtung senkrecht zur Wickelachse fluchtend angeordnet sind.

Es ist vorteithaft, wenn zwischen der dem Ubertragerkern am nachsten liegenden Lage und dem Kern eine Isolationsschicht aus
einem Material geringer Dielektrizitdtskonstante, vorzugsweise Polytetrafluoradthylen, vorgesehen ist, und daBl zwischen den
Lagen der Sekundarwicklung eine Isolationsschicht aus einem Material hoher Dielektrizitdtskonstante, vorzugsweise
Polyathylenterephalat, vorgesehen ist.

ErfindungsgemaR werden bewuBt die in der Praxis herrschenden Berechnungs- und Gestaltungsvorschriften zur Anordnung
von Primarwicklungen bei Ubertragern durchbrochen. Der Diodensplitibertrager wird so gestaltet, daR die Primarwicklung aus
einer Wicklungslage besteht. Die Wicklungslage ist gleichartig zu den sekundarseitigen Wicklungslagen gewickelt, d.h. alle
Wickiungslagen des Diodensplitlibertragers, einschlieBlich der Primarwicklung sind identisch in bezug auf die Windungszahl,
jeweils die geometrische Anerdnung der Windungen, einschliieRlich der Wicklungsanfange und -enden der Lagen, und
vorzugsweise in bezug auf die Drahtstarke. Damit fluchten praktisch jeweils alle entsprechenden Einzelwindungen der
Wicklungslagen senkrecht zur Wickelachse. Erfordert die Anwendung des Ubertragers eine Abschirmung zwischen Primar- und



Sekundérwicklung, so wird auch diese Abschirmung als Wicklungslage mit den genannten Anforderungen ausgefiihrt. Fiir eine
héhere primérseitige Strombelastung der Primarwicklung wird diese in mehreren wiederum gleichartigen (siehe oben)
Wicklungslagen realisiert, die unmittelbar parallelgeschaltet werden. Damit wirkt die Primé&rwicklung jedoch ebenfalls als
~einlagige” Wicklung. Zwischen den priméar- und sekundarseitigen Wicklungslagen (bei Abschirmung auch zwischen der
Schirmwicklungslage und der benachbarten priméren sowie zwischen der Schirmwicklungslage und der untersten sekundaren
Wicklungslage) treten, wie zwischen den diodenentkoppelten sekundéren Wicklungslagen, Lagenkapazititen auf. Erstere
werden aufgrund der erfindungsgemaRen Anordnung der Lagen bzw. Windungen nicht umgeladen und treten daher nicht als
nachteilig wirksame Wicklungskapazitaten in Erscheinung. Dadurch wird die Wickelkapazitat in starkem MaBe lediglich durch die
Kapazitaten der untersten bzw. obersten Wicklungslage zum Kern bzw. zu einer auf diesem angebrachten Abschirmfolie
bestimmt. Abweichend von praktischen Erwégungen wird deshalb fiir die Isolation der Wicklungslagen untereinander und zur
vorgenannten Isolation zum Kern bzw. zur Abschirmfolie unterschiedliches Isolationsmaterial eingesetzt, d. h. die Isolation
zwischen den Wicklungslagen besteht aus an sich bekanntem Isolationsmaterial mit hoher Dielektrizitatskonstante,
insbesondere Polyathylenenterephtolat (PETP), und die Isolation zwischen der untersten oder obersten Wicklungsiage und dem
Kern bzw. der Abschirmfolie besteht, um die enthaltene Energie und die dielektrischen Verluste der nach wie vor mit
Wechselspannung im Schaltfrequenztakt belasteten Kapazitat gering zu halten, aus Isolationsmaterial mit sehr kleiner
Dielektrizititskonstante, z. B. Polytetrafluorathylen (PTFE).

Ausfiihrungsbeispiel

Die Erfindung soll nachstehend anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausfiihrungsbeispiels naher erldutert werden.
In der Zeichnung zeigen:

Fig.1 Prinzipdarstellung einer zweilagigen Diodensplitwicklung ‘ ’
Fig.2 Prinzipdarstellung eines Diodensplitiibertragers mit zweilagiger Primarwicklung, mit zweilagiger Sekundarwicklung
sowie mit Schirmwicklung.

In Fig. 1 ist eine an sich bekannte zweilagige Diodensplitwickiung in ihrer Prinzipanordnung dargestelit. Auf einem Kern 1 mit
einer Isolationsschicht 2 sind eine erste Wicklungslage 3 mit einem Wicklungsanfang W2.1-A und einem Wicklungsende
W2.1-E sowie eine liber der Wicklungslage 3 befindliche gleichartige Wicklungslage 4 mit einem Wicklungsanfang W2.2-A und
einem Wicklungsende W2.2-E angeordnet. Die Wicklungslagen 3 und 4, zwischen denen sich eine Isolationsschicht 5 befindet,
besitzen gleiche Windungszahl, gleiche Drahtstarke, gleiche Lagenbreite und gleiche geometrische Anordnung der Windungen
{einschlieBlich der Wicklungsanschitsse), d. h. die Windungen und Wicklungsanfénge sowie -enden der beiden Wicklungslagen
- 3, 4sind jeweils fluchtend libereinander angeordnet. Die Wicklungslagen 3, 4 sind ferner durch zwei jeweils in FluBrichtung
gepolte Dioden 6, 7 voneinander entkoppeit, wobei das Wicklungsende W2.1-E der Wicklungslage 3 Uber die Diode 6 mit dem
Wicklungsanfang W2.2-A der Wickiungslage 4 verbunden ist und an das Wicklungsende W2.2-E der Wicklungslage 4 die Diode
7 angeschlossen ist, Die gleichgerichtete Sekundérspannung des Ubertragers wird zwischen dem Wicklungsanfang W2.1-A der
Wicklungslage 3 und der Katode der Diode 7 abgegriffen. In dieser zweilagigen Diodensplitwicklu ng wirken zwischen den jeweils
senkrecht zur Wickelachse fluchtenden Windungen der beiden Wicklungslagen jeweils Kapazititen, welche durch das
Diodensplitprinzip diodenentkoppelte Wicklungslagen der eingangs genannten Literaturstellen in an sich bekannter Weise die
vorteilhafte Ausnutzung der so vorhandenen Wickelkapazitat des Ubertragers bewirken.
In Fig.2ist ein Ubertrager dargestellt, der eine zweilagige Diodensplitwicklung gemas Fig. 1 enthalt (vergl. Kern 1,
Isolationsschichten 2, Wicklungslagen 3, 4, Dioden 6, 7). Zwischen dem Kern 1 mit seiner Isolationsschicht 2 und dieser
‘zweilagigen Diodensplitwicklung sind alsPrimérwicklung des Ubertragers zwei parallelgeschaltete, gleichartig gewickelte und
durch eine Isolationsschicht 8 voneinander isolierte Wicklungslagen 9 und 10 angeordnet. Der Ubertrager ist so berechnet, dai3
die Primérwicklung in bezug auf Windungszahl, Drahtstérke, Lagenbreite und geometrische Anordnung der Windungen den
Wicklungslagen 3, 4 der Sekundarwicklung gleicht, d.h. die Windungen sowie die Wicklungsanféange und Wicklungsenden
fluchten jeweils senkrecht zur Wickelachse. Die Wicklungslagen 9 und 10 wirken wie eine einlagige Primérwicklung. Die
Parallelschaltung zweier oder mehrerer Lagen dient zur Einhaltung der zugelassenen Stromdichte. Zur Parallelschaltung der.
priméren Wicklungslagen 9 und 10 werden die jeweils Ubereinanderliegenden Wicklungsanfange W1.1-A und W1.2-A
miteinander sowie die ebenfalls ibereinanderliegenden Wicklungsenden W 1.1- E und W 1.2-E miteinander verbunden. Damit
liegen gleichzeitig die Primaranschliisse des Ubertragers fest. Zwischen der Primérwicklung (Wicklungslagen 9, 10) und der
Sekundérwicklung (Wicklungslagen 3, 4) ist eine wiederum gleichartige Wicklungslage 11 als Schirmwicklung angeordnet.
(MasseanschluR am Wicklungsanfang W3-A) Ferner sind zwischen den Wicklungslagen 10 und 11 eine Isolationsschicht 12 und
zwischen den Wicklungslagen 3 und 11 eine Isolationsschicht 13 vorhanden. Auch die Wicklungslage 11 ist bezliglich
Windungszah!, Drahtstérke, Lagenbreite und geometrischer Anordnung der Windungen gleich den Wicklungslagen 3, 4 der
Sekundérwicklung {und den Wicklungslagen 9, 10 der Primarwicklung) gewickelt.
Die Isolationsschicht 2 besteht aus einem Werkstoff moglichst geringer Dielektrizitatskonstante und méglichst geringen
Verlustwinkels, vorzugsweise Polytetrafluorithylen (PTFE). Im Gegensatz zur Isolationsschicht 2 wird, um die Kapazitaten der
jeweils libereinanderliegenden Windungen benachbarter Wicklungslagen maglichst groB zu halten, fiir die Isolationsschicht 5,
ein Werkstoff hoher Dielektrizitatskonstante, vorzugsweise Polyathylenterephtalat (PETF) eingesetzt. Wihrend die Schichtdicke
der Isolationsschicht 2 modglichst groR gewihit wird, ist die Schichtdicke der Isolationsschicht 5 so gering, daR sie gerade mit
Sicherheit die erforderliche Spannungsisolation gewahrleistet.
Die anderen Isolationsschichten sind beziiglich der Dielektrizititskonstanten unkritisch.
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